SRAM

Static Random Access Memory

memoria de acesso aleatério que mantém os dados
armazenados desde que seja mantida sua
alimentacao, nao precisando que as células que
armazenam os bits sejam atualizadas (refresh)

Baseadas em circuitos flip-flop's SR

Circuito relativamente grande (4 a 6 transistores por
bit)

Sao as meméorias de acesso mais rapido atualmente
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SRAM
Blocos principais w
1) Matriz de células basicas L]
2) Circuito de entrada/saida > 4
3) Decodificador de enderecos .
(circuito de selecao de |3, : o
linhas e colunas) _
4) Circuito de pré-carga -
5) Ldégica de controle 3b
WTITITIT
enderecos
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SRAM — Célula Basica

Circuito tipico de uma célula com 6 Transistores (1 bit)
W s Flip-flop RS simplificado

s Entrada/saida diferenciais

e compartilhadas
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SRAM — Célula Basica

Caracteristicas do circuito 6T:

Transistores de acesso tipo N com W maior que os da

célula basica (maior capacidade de corrente): permitem a
escrita do dado

Corrente estatica (dado armazenado) desprezivel: jucoes
reversamente polarizadas

Corrente dinamica (dado escrito ou lido) significativa: BL

e ~BL forcam corrente para mudar o estado das células
basicas
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SRAM — Célula Basica

Exemplo de matriz de 4x4 bits (96 transistores)

4x4 Matrix of 6T memory cells
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SRAM - Célula Basica
Exemplo d
de layout:
Metal 2 [l
Metal 1 HH
Contact
Polysiicon [l
P+ Ditfusion [}
N+ Diffusion i
N Well
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SRAM — Circuito de entrada/saida

Circuito tipico de I/O (1 bit)

4 Controla o fluxo de dados
gravados e lidos

4 Possibilita acesso
bidirecional na mesma
linha de dados

=1 circuito para cada bit

=~ a Amplificador diferencial
mmeey  PAra linhas de bits:
resposta mais rapida e
maior imunidade a ruido

BL
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~BL
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SRAM - Circuito de entrada/saida

Buffer tri-state: Control="0":

NMOS e PMOS de
saida "desligados" (tri-
state)

Control="1":

NMOS ou PMOS de
saida "ligado"
dependendo do dado
de entrada (IN)

ouT

—

Control
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SRAM — Circuito de entrada/saida

Amplificador diferencial:
Entrada diferencial

BitLine ~BitLine NMOS

Saida modo
comum

e

N2
E | DataOut
D Eval Aia
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SRAM — Decodificador de enderecos

Gera sinais individuais WL a partir do enderecamento
codificado em binario
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SRAM - Decodificador de enderecos

Decodificador dividido em 2 partes:
Colunas : Aja A,
Linhas : A, a A,

uI 98¢

Melhor aproveitamento da area do
chip (quadrado)

Reduz complexidade do
decodificador

9V LV 8Y 6V oiv LIV

Dec Col

A5 A4 A3 A2 A1 A0
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SRAM - Circuito de pré-carga

Circuito que carrega as linhas BL e ~BL com uma tensao
préxima de VDD/2 antes de ser efetuada uma leitura

Apaga a "imagem" do dado anterior

Melhora a deteccao de ambos os niveis "0" e "1"

Acelera a deteccao do bit pelo amplificador diferencial

WDDA2

Dprechi[ |[

O WO

BLJ0) ~BLI0] BT ~BLI1] BLJ2) ~BL[2] B3] ~BLI3]
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SRAM — Circuito de controle

Circuito que controla as linhas de dados, enderecos,
portas de entrada/saida e pré-carga a partir de sinais
externos provenientes de um microprocessador,
microcontrolador, etc.

CE g > RI~W
OE > > Enderecamento
Controle ¢
WE > > |/O Tri-state
N > Pré-carga
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SRAM — Circuito de controle

Sinais externos tipicos:

CE (Chip Enable): Habilita a meméria para leitura
e/ou escrita. Quando desabilitado retém os dados
desde que seja mantia a tensao de alimentacao

OE (Output Enable): Habilita o circuito de 1/O e o
circuito de pré-caraga para leitura ou escrita dos
dados

WE (Write Enable): Controla o circuito de I/O como
entrada ou saida
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